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Плазмохимическая модификация поверхности пленок нитрида кремния
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Одним из самых интересных приложений низкотемпературной плазмы являются процессы формирования диэлектрического  зазора c размерами до 35нм для Т-образных затворов СВЧ-транзисторов [1]. В [2] описан один из вариантов технологии осаждения и травления нитрида кремния, внедренный в производство малошумящих и мощных СВЧ-транзисторов.
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В производстве для формирования щели в пленке подзатворного диэлектрика используют стимулированные плазмой газофазные реакции  осаждения (РЕСVD),[image: image4.wmf]0
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 и травления во фторуглеродной плазме элегаза (SF6). Пленки, полученные в результате плазменного осаждения, чаще всего имеют сильное отклонение от стехиометричного состава. Исследования таких пленок методами эллипсометрии, инфракрасной ИК-Фурье спектроскопии, вторично-ионной масс-спектроскопии (ВИМС) показали, что пленки, осажденные из плазмы, содержат ряд примесей [3]. Современное оборудование плазменной обработки позволяет точно задавать параметры технологического процесса, и следовательно получать воспроизводимый процент примесей в диэлектрике. Однако из-за слабой анизотропии процесса травления нитрида кремния приходится мириться с довольно высоким подтравом под  маску из электронного резиста. В то же время оксид кремния обладает довольно высокой анизотропией травления. Отсюда возникла идея использования либо двухслойной пленки SiO2/Si3N4, либо плазменной модификации поверхности нитрида кремния. После осаждения слоя диэлектрика на установке ND200R фирмы UNAXIS-NEXTRAL, проводилась обработка пластины в плазме кислорода на установке NE860R  фирмы UNAXIS-NEXTRAL. 

Рис.1. ВИМС-спектр необработанного диэлектрика.  Рис.2. ВИМС-спектр обработанного диэлектрика.

Исследование ВИМС-спектров обработанного и необработанного в плазме нитрида кремния (Рис. 1 и Рис. 2) показывает резкое возрастание  количества кислородных связей на поверхности диэлектрика, то есть нитрид кремния модифицируется в тонком приповерхностном слое толщиной около 100 ангстрем. 

Таким образом, нам удалось получить диэлектрик совмещающий  свойства оксида кремния и нитрида кремния.
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